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金属配線の印刷と半導体層の印刷を組み合わせた全印刷法による薄膜トランジスタ(TFT)の製造は、プ

リンテッドエレクトロニクスの中心的な課題である。現在までに、印刷により得られた金属配線／半導

体層それぞれの輸送特性・精細性・熱耐性・スループット等の様々な諸課題の検討が進められてきた。こ

の中でわれわれは、線幅 0.8 µmの超高精細な金属配線を簡便・高速・大面積に印刷できる、画期的な印

刷技術・スーパーナップ法（SuPR-NaP、Surface Photo Reactive Nanometal Patterning）の開発を報告した[1]。

本研究では、この SuPR-NaP 法により形成した印刷電極を用いて、高精細・低電圧駆動の有機 TFTの構

築について検討したので報告する。 

ここでは、SuPR-NaP 法の下地となるフッ素ポリマーをゲート絶縁層として用い、SuPR-NaP 法による

ソース・ドレイン電極の形成後に半導体層を形成するボトムコンタクト型有機 TFT について検討した

(Fig.2a)。まず SuPR-NaP 法の特長を活かした高精細化について検討し、一般的な電極印刷技術では実現

が難しい線間隔 1 µmの銀配線を得ることに成功した(Fig.1)。さらにフッ素ポリマーの高い絶縁性に着目

し、絶縁膜の印刷条件を変えて極薄化していくことで低電圧でのデバイス駆動を検討した。実際に有機

半導体としてペンタセンを用いて、ポリマー絶縁膜の厚みを 25 nm(Ci = 70 nF/cm2に相当)に制御し、チャ

ネル長 10 µmの電極を印刷することで有機 TFTを作製した。その出力特性を Fig.2bに示す。駆動電圧が

1 V以下でヒステリシスのほとんどない安定したトランジスタ動作を確認できた。講演では、高集積化へ

の取り組み等についても紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Optical micrograph of silver electrodes 

printed by SuPR-NaP technique. 
Fig.2 (a)Schematic structure of fabricated OTFT. Source 

and drain electrodes are printed by SuPR-NaP technique. 

(b)Typical output characteristics of fabricated OTFT.  
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